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Process Rate*/ C.S. Reference Process Rate®/ C.S. Reference
e + b > 2 + H» Cs. 24),29) e + NoX) > 2 + Ny CS. 22),25)
e + H 3 2+ H 6.00e-10  18)27) e N Y e+ NA) CS. 22),25)
e + H > 2 + H L40e7T  18).30) e + MK > e + NB Cs. 92),25)
e + H: 5 H + H 6.00e14  18)31) e FoNX) > e + New Cs. 92),25)
e + Hoo 5 2H 21969 17,18) e + N > e+ Noa) C8. 292),25)
e * Hr S + B+ H 10008 1830 e+ N® e + NAO Cs. 99),25)
e + Hy > H* + H 3.00e-10  18),30)
e + Hy > H:+ H 154e'10 17,32 ¢ i >t N Ldged 1830
e + Hy > e + H + 2H 22009 18,30 e f NN o s N OS5 W 1
e + 5 e + oH s, 22)2929) t e + No(d) 2 e + NoX 2.50e-12  16),18)
H + H > 2H 50008 18),33) e + NuB) > 2 + N 480e-11  16).18)
He + H- 5> H: + H 5.00e-6 18),33) e + Nefa) 2 2 + N 480e-11  16),18)
Hr+ H: > Hy+ H 21009 17),18) N+ N® > N+ N CS. 26)
He' + Ho > H + H + H 821e-11  18),31) Net  + Ne(®¥) =2 N+ + N + NfX) C8. 26)
Hy + H- > H: + 2H 5.00e-8 18),32) Nofd) + N > N(® + N 200e-12  17),18)
H + H > e + H 1.00e-9 18),31) No(d) + NoX) = 2No(X) 3.00e-16 17,18
H + H > e + H + H 4.94e-10  18),31) No(A)  + NoA) 2 No(X) + Ne(B) 700611 17),18)
* Rate Const. in [em¥sec.] Na(A)  + No(d) 2 NoX) + No(O 1.50e-10 17,18
Nofd)  + Nad) > No(® + 2N 300e11  17),18)
NB) + Na®X) 2 NolA) + NaoX) 285e-11 17,18
No(B) + NoX) =2 2Nuo(X) 200e-12  17),18)
Nofa) + No®) 2 NuB) + NolX) 1.90e-11 17,18
Nofa) + Nala) 2 e + Nor+ No® 1.90e-11 17,18
SEAJ M&S-WG : J.Vac.Soc.Jpn., 51(2008) 807- &Y35| MO r N 5 N+ N 1oen 1019
* Rate Const. in [cm?¥sec.]
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